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[緒言 ] フレキシブルエレクトロニクス応用に向けて塗布光照射法が注目されている。塗布光照射

法は、有機金属塗布膜にエキシマレーザーを照射し、結晶化させることで酸化物薄膜を得るプロ

セスで、条件の最適化によりエピタキシャル成長も可能である[1]。エキシマレーザー照射下の光

結晶化過程では、光化学反応と光熱反応が重要であることがわかってきているが、その定量的な

理解には至っていない。そこで、本研究では単純酸化物系の SnO2膜にエキシマレーザーを照射し

たとき[2]の熱的影響の解明に焦点を絞り、開発したナノ秒応答の高速放射温度計を用いることで[3]、

塗布光照射法における結晶化過程の解明を目指した。 

[実験方法 ] 石英基板及び単結晶 Siウエハー基板上に SnO2溶液を塗布し、スピンコーティングし

た後、乾燥、仮焼後、3 層のアモルファス SnO2 膜を作製した。作製した膜に XeCl レーザー(波

長:308nm)を照射し、膜表面から発せられる輻射光を近赤外 InGaAs フォトダイオードにより検出

し、オシロスコープによってサンプリング及び解析をおこなった。 

[結果及び考察 ] Fig.1に石英基板及び単結晶 Siウエ

ハー基板上の SnO2膜に XeClレーザーを照射したと

きの、輻射光を検出した結果を示す。強度は加熱温

度と正の相関がある。単結晶 Siウエハー基板上の酸

化スズ膜から得られた光の強度は石英基板上のそれ

よりも大きく、130mJ/cm2のフルエンスでは 9 回目

以降、260mJ/cm2のフルエンスでは 13回目以降の照

射において基板による輻射光の強度の違い差異が顕

著となった。本研究の膜厚では、数値計算からは、

基板まで光量が達せず基材の影響が小さいと考えら

れていたが、本研究により本膜厚の領域でも基材の

因子が重要であることがわかった。 
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Fig.1 	 Intensities of thermal emission (I) 
collected with InGaAs photo-diodes from  
SnO2 films under the irradiation by a XeCl 
excimer laser on the fluence.Those from a 
quartz,single a crystal Si wafer substrate. 
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